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１．概要（Summary） 

サブマイクロ構造をもつ光学素子の実証評価のために、

構造の作製プロセスを確立することを目指した。 

構造体の材料となるアモルファス Siを東北大学西澤潤一

記念研究センターの住友精密製 PECVD 装置にて成膜

した。また東京大学のナノテクプラットフォーム設備を利用

し、構造体のパターニングを行った。一部自社の設備、プ

ロセスも適用した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 住友精密 PECVD装置 

【実験方法】 

4インチ石英基板上板上に、住友精密PECVD装置を

利用してアモルファス Si(a-Si)を成膜した。PECVD はガ

ス流量が SiH4：5 sccm、Ar:5 sccm、チャンバーの条件

は加熱温度 200 ℃、RFパワー100 W、雰囲気圧力 130 

Paで行った。 

a-Si のパターニングは東京大学の設備にて実施した。

日本ゼオン製電子線レジスト ZEP520A-7 を膜厚 210 

nm で塗布し、電子線描画によりレジストマスクを形成、レ

ジストマスクを介して住友精密製 MUC-21 によるボッシュ

プロセスでドライエッチング加工した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

a-Siの成膜時間を 24分としたときの断面 SEM写真を

Fig. 1に示す。このときの段差計計測した膜厚は 490 nm、

写真からも約 500 nmの膜厚と評価された。 

a-Siをドライエッチしたパターンの SEM写真を Fig. 2

に示す。ドットサイズを振った試作パターンにおいて、a-Si

のエッチング時にレジストマスクでの直接エッチングはマ

スクの耐久性不足のためピラーの先端が細りがちになる

ため、エッチング条件の最適化が必要である。 

 

Fig. 1 Cross section image of a-Si layer. 

 

 

Fig. 2 SEM image of patterned a-Si. 
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